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【はじめに】 GaN系 HEMTは、更なる高速化・高出力化が要請さ

れている。大振幅動作時のゲート漏れ電流制御の点から、絶縁ゲー

ト構造の検討が必要であり、良好な MIS 界面特性が必須である。

また、高周波増幅応用には high-k膜の適用が選択肢の１つである。

最近、Al2O3(k=8.5)より高い誘電率を持つ Hf リッチな HfSiOxを用

いた n-GaN MOSキャパシタにおいて、良好な絶縁・界面特性が得

られることが報告されている  [1, 2]。そこで、本報告では

HfSiOx/AlGaN/GaN MOS-HEMTを作製し、その特性評価を行った。 

 

【実験】 Fig.1 に転位密度<3×106cm-2 の GaN 基板上に作製した

AlGaN/GaN MOS-HEMTの構造図を示す。素子間分離後、酸素プラ

ズマを用いた ALD法(Tg=300℃)により、HfO2層を 2層と SiO2層を

1 層で、繰り返し成膜することで HfO2/SiO2 ラミネート膜

(Hf0.57Si0.43Ox)を作製した。その後、Ti/Al/Ti/Auのオーミック電極を

形成し、窒素雰囲気中で 800℃5分の Post-deposition Annealing (PDA)

を行った。最後に、Ni/Auのゲート電極を形成した。また、比較用

として Al2O3-gate MOS-HEMTも同時に作製した。但し、PDAは行

わずに、デバイス作製後に N2 雰囲気中で 300℃10 分の Post 

Metallization Annealing(PMA)を行った[3, 4]。ゲート長は 5μm、ゲー

ト幅は 100μm、SG、GD間隔は 10μmである。 

 

【結果と考察】 Fig.2にMOS-HEMTの伝達特性を示す。HfSiOx膜

を用いた MOS-HEMTは、Al2O3膜を用いた素子と同等の良好な伝

達特性を示した。また、相互コンダクタンス gmの最大値は HfSiOx

膜を用いた方が Al2O3膜を用いたMOS-HEMTに比べて約 1.2倍と

なっている。これは、HfSiOxの誘電率を k~13として計算した場合

と一致する。 

 Fig.3に HfSiOx-gate MOS-HEMTダイオード構造の C-V特性(測定

周波数 1MHz)と、HfSiOx/AlGaN界面の準位密度分布を仮定した計

算結果を示す。また、内挿図に計算により得られた界面準位密度分

布を示す。急峻なステップを含む良好な C-V特性が得られ、また、

伝導帯下端近傍においても、1011cm-2eV-1 台と低い準位密度が得ら

れた。 
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Fig.1 Schematic illustration of 

MOS-HEMT 

Fig.2 Transfer characteristics 

Fig.3 C-V characteristics and Dit 

distribution at HfSiOx/AlGaN 

interfaces 
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